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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月12日(2007.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　光学的評価方法により、半導体デバイスの要素の物理量の複数の実測
値を得るステップ（ａ）と、
　上記要素を形成するためのプロセス条件を仮定し、この仮定されたプロセス条件を用い
たプロセスを経て形成される上記要素の構造を計算により求めるステップ（ｂ）と、
　上記ステップ（ｂ）で求められた上記要素の構造を上記光学的評価方法により評価した
ときに得られる物理量の複数の測定値の予想値を計算するステップ（ｃ）と、
　上記要素の物理量の上記複数の実測値と上記複数の測定値の予想値とに基づいて、上記
要素の構造を推定するステップ（ｄ）と
を含む構造評価方法。
　　【請求項２】　請求項１に記載の構造評価方法において、
　上記ステップ（ｂ）では、プロセスシミュレータを用いて上記計算を行なうことを特徴
とする構造評価方法。
　　【請求項３】　請求項１又は２に記載の構造評価方法において、
　予め複数のプロセス条件を用いたプロセスにより要素を形成して、上記光学的評価方法
により、この要素の構造を求めておき、上記複数のプロセス条件とこのプロセス条件によ
り形成された要素の構造との相関関係をデータベース化しておいて、
　上記ステップ（ｂ）では、上記相関関係に基づいて上記要素の構造を計算により求める
ことを特徴とする構造評価方法。
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　　【請求項４】　請求項１～３のうちいずれか１つに記載の構造評価方法において、
　上記プロセスは、結晶膜のエピタキシャル成長プロセスであることを特徴とする構造評
価方法。
　　【請求項５】　請求項４に記載の構造評価方法において、
　上記結晶膜は、複数の元素を含む結晶膜であることを特徴とする構造評価方法。
　　【請求項６】　請求項５に記載の構造評価方法において、
　上記結晶膜は、Ｓｉ及びＧｅを含みバンドギャップが傾斜して変化する構造を含む結晶
膜であることを特徴とする構造評価方法。
　　【請求項７】　請求項１～６のうちいずれか１つに記載の構造評価方法において、
　上記光学的評価方法は、分光エリプソメトリ法及び分光反射率測定法のうちいずれか一
方であることを特徴とする構造評価方法。
　　【請求項８】　半導体デバイスの要素を含む複数のウェハのうち１つの評価用ウェハ
について、光学的評価方法により、上記要素の物理量の複数の実測値を得るステップ（ａ
）と、
　上記評価用ウェハの上記要素を形成するためのプロセス条件を仮定し、この仮定された
プロセス条件を用いたプロセスを経て形成される上記要素の構造を計算により求めるステ
ップ（ｂ）と、
　上記ステップ（ｂ）で求められた上記要素の構造を上記光学的評価方法により評価した
ときに得られる物理量の複数の測定値の予想値を計算するステップ（ｃ）と、
　上記評価用ウェハの上記要素の物理量の上記複数の実測値と上記複数の測定値の予想値
とに基づいて、上記要素の構造を推定するステップ（ｄ）と、
　上記評価用ウェハの上記要素の推定された構造と上記複数のウェハの設計構造との相違
が許容範囲外である場合には、上記複数のウェハのうち少なくとも上記評価用ウェハ以外
のウェハについて、上記プロセスのプロセス条件を補正するステップ（ｅ）と
を含む半導体装置の製造方法。
　　【請求項９】　請求項８に記載の半導体装置の製造方法において、
　上記プロセスは、結晶膜のエピタキシャル成長プロセスであることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
　　【請求項１０】　請求項９に記載の半導体装置の製造方法において、
　上記結晶膜は、複数の元素を含む結晶膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法
。
　　【請求項１１】　請求項１０に記載の半導体装置の製造方法において、
　上記結晶膜は、Ｓｉ及びＧｅを含みバンドギャップが傾斜して変化する構造を含む結晶
膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
　　【請求項１２】　光学的評価法により半導体デバイスの要素の特性評価を行なうため
に使用されるコンピュータに組み込み可能な記録媒体であって、
　上記半導体デバイスの要素の物理量の複数の実測値を取り込む手順（ａ）と、
　上記要素を形成するためのプロセス条件を仮定し、この仮定されたプロセス条件を用い
たプロセスを経て形成される上記要素の構造を計算により求める手順（ｂ）と、
　上記手順（ｂ）で求められた上記要素の構造を上記光学的評価方法により評価したとき
に得られる物理量の複数の測定値の予想値を計算する手順（ｃ）と、
　上記要素の物理量の上記複数の実測値と上記複数の測定値の予想値とに基づいて、上記
要素の構造を推定する手順（ｄ）と
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
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